
Pulsed laser deposition法を用いた平坦な LiHエピタキシャル薄膜成長 

Pulsed laser deposition of flat LiIH epitaxial thin films 
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【はじめに】 水素化物において過去最高の転移温度を示す超伝導[1]やヒドリドイオン伝導[2]等、

他に類を見ない物性が最近報告され、金属水素化物が注目されている。さらに、それらの特性を

活かした、水素化物を基盤材料とする新規エレクトロニクス分野(水素化物エレクトロニクス)の創

成が期待されており、物性探索やデバイス作製に欠かせない急峻な界面の作製が望まれている。

したがって、Pulsed laser deposition (PLD)を用いた薄膜成長技術の確立が急務である。しかし、水

素化物の多くは酸素や水分と瞬時に反応する性質(大気敏感性)を有していることから、成膜から評

価まで一貫して大気非暴露で行う必要があり、技術的な困難を伴うため、PLD による大気敏感水

素化物の成長例はこれまで皆無であった。この状況を改善するため、我々は PLD を用いて、最も

軽い二元素化合物として特徴的な物性が期待され、かつ、典型的な大気敏感水素化物である LiH[3]

の PLD 成膜に挑戦し、MgO 基板上におけるエピタキシャル成長に成功した[4]。本講演では、成

長モードの理解に基づく、表面平坦な LiH エピタキシャル薄

膜の作製について報告する。 

【実験】 1  10
-4

 Torrの水素分圧下において、LiH 粉末を焼

結したターゲットを周波数 1-5 Hzのパルスレーザーにより照

射して、250°C に加熱した MgO(100)基板上に、PLD 法によ

り薄膜を堆積した。評価は、反射高速電子線回折(RHEED)、X

線回折(XRD)、および原子間力顕微鏡(AFM)により行った。 

【結果】薄膜の RHEED パターンを観察したところ、膜厚が約

10 nm(図 1(a))では、成膜前の基板(挿入図)と同じパターンを示

したが、その後急激に回折強度が弱くなり、膜厚が約 20 nm(図

1(b))では、わずかにスポットが認められるだけであった。こ

のことは、膜厚が臨界値を超えると島状成長が始まる

Stranski-Krastanov(SK)成長モードを示唆している。この理解に

基づいて、膜厚を 10 nmに制御したこところ、AFM 観察により、二乗平均粗さが 0.4 nmと、極

めて平坦な薄膜であることを確認した(図 1(c))。一方、膜厚 20 nmでは、直径 100 nm程度の島が

多数観察されており、LiH 薄膜が SKモードで成長することが確認された(図 1(d))。このような水

素化物の薄膜成長モードの理解と平坦な薄膜表面の作製は、水素化物ヘテロ構造の作製につなが

る非常に重要な知見であると考えている。 
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図 1 RHEED パターン(上)と

AFM 像(下)。 LiH 薄膜の膜厚

は、(a), (c)約 10 nm、(b), (d)約

20 nmである。 
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